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Materiais nanoestruturados com aplicação em tratamento ambiental tem atraído 
interesse de pesquisadores. Nesse contexto, óxido de tungstênio (WO3) 
nanoestruturado destaca-se pelas propriedades estruturais manipuláveis, 
possibilitando a obtenção de diferentes morfologias e fases cristalinas, que junto 
às propriedades fotoeletroquímicas possibilitam aplicações como sensores de 
gases e dispositivos eletrocrômicos,[1] bem como fotocatalisadores, podendo atuar 
na destruição de poluentes orgânicos na faixa de luz visível de comprimento de 
onda.[2] Foram avaliadas as propriedades estruturais e eletroquímicas de filmes 
finos de WO3 obtidos pela técnica de evaporação térmica a 1100°C. Os 
parâmetros avaliados foram: tipo de substrato para a deposição (ITO ou silício 
recoberto com ouro), temperatura do substrato (Ts), e tempo de crescimento dos 
filmes. A análise química, obtida por espectroscopia de fotoelétrons (XPS), 
evidencia a presença de tungstênio na matriz, através do sinal com energia 
característica de acoplamento W 4f7/2 e W 4f5/2 (Figura 1). Filmes finos contendo 
esferas de aproximadamente 100 nm, observados através de microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) para substratos Au/Si a Ts = 200 °C, coalescem 
quando obtidos em maiores temperaturas, formando esferas de 300 a 700 nm 
(Figura 2). Como próximas etapas, a caracterização da estrutura cristalina será 
efetuada por difração de raios X (DRX), além da caracterização das propriedades 
ópticas dos filmes para submetê-lo a testes catalíticos. 

 
Figura 1. Espectro XPS W 4f para amostra de WO3 

obtida em substrato ITO (Ts = 350 °C/90 min). 
Figura 2. Micrografia da amostra de WO3 obtida em 
substrato Au/Si (Ts = 600 °C/60 min) 
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